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Несмотря на довольно интенсивное исследование двухкомпонентной
системы твердых растворов GaSb—AISb, инжекционные лазеры на ее
основе описаны лишь в [ ! ]. Столь малое внимание связано с тем, что
0,7%-ное расхождение параметров решеток GaSb и AISb считалось,
по-видимому, принципиальным препятствием к созданию инжекцион-
ных лазеров с ACGai-^Sb— GaSb-гетероструктурой. Поэтому до настоя-
щего времени основные усилия были направлены на создание гетеро-
лазеров на основе четырехкомпонентной системы AlGaAsSb [ 2~6 ].

Оказалось, что в случае жидкостной эпитаксии для введения доста-
точного количества мышьяка в твердый раствор необходимы довольно
высокие 55O°С) температуры эпитаксии [ 4> 7 - B ]. С другой стороны,
в целях обеспечения надежного контроля над геометрией структур
желательно применять температуры эпитаксии ниже 500 °С. Поэтому
представляют интерес гетероструктуры AUGai-^Sb—GaSb, позволяю-
щие использовать довольно низкие температуры эпитаксии (<С 500°С).
При этом существенно упрощается технология выращивания струк-
тур.

В настоящей работе исследованы возможности создания инжек-
ционных гетеролазеров непрерывного действия на основе двухкомпо-
нентной системы AlSb—GaSb.

Лазеры были изготовлены из двухсторонних гетероструктур
p-Alo^Gao.eSb—p-GaSb—n-Alo,4Gao,6Sb, выращенных методом жидкост-
ной эпитаксии на подложках из p-GaSb, ориентированных по (100).
Начальная температура выращивания структур составляла 470°С.
Благодаря низкой температуре выращивания толщину активной
области лазеров удалось уменьшить до 0,3 мкм. Исследовались лазеры
как с широким контактом, так и с низкой мезополоской. Наименьшая
пороговая плотность тока полосковых лазеров при ширине полоски
16 мкм в импульсном режиме при 300 К равнялась 6 кА/см 2

, а поро-
говая плотность тока лазеров с широким контактом 4 кАДм 2 при
тех же условиях.

Для испытания лазеров в непрерывном режиме они припаивались
к медным теплоотводам. Наивысшая температура непрерывной гене-
рации составляла 160 К для лазеров с широким контактом и 283 К
для полосковых лазеров. Интервал температурной перестройки длины
волны непрерывной генерации полосковых лазеров составлял 1,58—

1,79 мкм. В большинстве случаев при токах накачки, превышающих
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Зависимость порогового тока /пор
полоскового лазера от темпера-
туры теплоотвода в непрерывном
(/) и импульсном (2) режимах.
Ширина полоски 16 мкм, дли-

на резонатора 190 мкм.

порог на 20 lOO%, в полосковых лазерах генерировала одна про-
дольная мода, спектральная ширина которой не превышала 0,1 Ä.

На рисунке показана зависимость порогового тока от температуры
в непрерывном и импульсном режимах. Характерным является резкий
рост порога генерации в области высоких температур в непрерывном
режиме. Это обусловлено перегревом активной области лазера, о чем
свидетельствует и увеличение длины волны генерации в непрерывном
режиме по сравнению с импульсным. Оценки, сделанные на основе
смещения длины волны генерации, показывают, что полное темпера-
турное сопротивление структуры составляет около 50 К/Вт.

В заключение отметим, что нами впервые получен непрерывный
режим генерации на инжекционных Al xGai_xSb—GaSb-лазерах. В на-
стоящее время это самые длинноволновые лазеры, работающие в не-
прерывном режиме вблизи комнатных температур.

Авторы выражают благодарность К- К. Ребане за поддержку данной
работы, П. Г. Елисееву, М. Г. Мильвидскому и Л. М. Долгинову за
полезные дискуссии, А. Г. Брагинской за предоставление подложек
антимонида галлия. С благодарностью отмечаем техническое участие
в работе Е. Асари, Р. Гайлит, Э. Карм, К. Каск, X. Келле и Э. Куус.
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